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Sekil-1’deki yap1 kullanmilarak o35um n-kuyulu CMOS teknolojisi ile MOSFET’li
diren¢c yapis1 olusturulacaktir. Aktif slizge¢ veya osilator uygulamalan
gerceklestirmelerinde ayarlanabilir diren¢ olarak kullamilmak iizere oOngoriilen bu
yapida, diren¢ degerinin 10kQ < Rin < 50kQ arahiginda degistirilebilir olmasi
istenmektedir.

a- Devredeki MOS tranzistorlarin boyutlarimi belirleyiniz. V¢, ve V. kontrol
gerilimlerinin degerlerini saptayiniz.

SPICE benzetim programini kullanarak ve (Vci-Vce) degerini parametre olarak
alarak
b- (I1 — I2) akim farkinin (V1-V2) gerilim farkina gore (I1 — I2) = f(V1-V2)
degisimini arastirarak ¢iziniz. Elde ettiginiz karakteristigin dogrusal degisim
araligin belirleyiniz.
c- Buldugunuz degerlerden yararlanarak R, direncinin (Vci-Ve.) ile degisimini
¢iziniz.
d- Yaptiginiz tiim ¢alismanin ayrintil bir yorumunu veriniz.

Yararlanabileceginiz bagintilar Sekil-1’den sonra verilmistir.

Kullanilacak CMOS teknolojisine iliskin model parametrelerini WEB sayfasinda
belirtilen adresten alinabilirsiniz. Olanaginiz varsa, baska bir benzer teknolojiyi de
secebilirsiniz.

Yol gosterme:

3 ve 4 diglimleri arasina bos bir gerilim kaynagi baglayimiz. Bu bos kaynak
ampermetre olarak kullanilacaktir. (V1-V2) gerilimini uygun bir aralikta ve sik
adimlarla degistirerek (I1 — I2) akim farkinin degisimini (bos gerilim kaynaginin
akiminin degisimi) parametre olarak sececeginiz her (Vci-Vc.) degeri icin ¢ikartiniz.
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Sekil-1. MOSFET’li direng yapisi



Yararlanilabilecek bilgi
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